REZUMAT

Prezenta teza este dedicatd prezentarii realizarilor importante obtinute de candidat in
plan stiintific, profesional si academic, impreuna cu viziunea autorului asupra planului de
dzvoltare a carierel.

In prima parte sunt prezentate rezultate experimentale relevante obtinute de autor,
ilustrdnd cercetarile sale efectuate in cadrul diverselor colaborari. Aceste rezultate au fost
publicate in reviste de circulatie din domeniile Fizicii (Starii condensate) si Stiintei
materialelor. Multe din contributiile autorului se bucurd de recunoastere internationala ca
lucréari de referintd n aria lor tematica si sunt citate pe larg in literatura.

Capitolul 1 se focalizeazd pe studierea proprietatilor structurale, optice, de
fotosensibilitate si de transport electronic ale oxidului de bismut (material oxidic cu multiple
aplicatii tehnologice actuale si potentiale) in straturi subtiri preparate in diferite conditii.
Aceste cercetari au fost diseminate prin primele trei cele mai citate lucrari ale autorului.

Parametrii caracteristici ai regimului de oxidare termica, in special rata de incalzire si
durata, exercitd un rol decisiv asupra compozitiei de faza a probelor, care determina
proprietatile optice si comportamentul fotoconductor. Ratele mai mari de incalzire au condus
la valori crescute ale largimii benzii interzise (Eg) (asociate cu formarea predominanta a BiO).

Studierea proprietatilor de transport electronic face apel la modelul Seto Tn explicarea
mecanismului de conductie electrica in straturile de oxid de bismut policristaline preparate
prin oxidare termicd. Au fost determinate valorile unor parametri caracteristici (energia
barierei, energia si densitatea starilor de captura), precum si energia de activare a conductiei
electrice.

Investigarea materialelor stratificate de tip A®B® (care prezinté un potential de aplicatie
imens) si a structurilor A°B%oxid metalic (discutatd n Capitolul 2) reprezintd o directie de
cercetare noua, abordatda recent; ea a fost axatda pe studierea proprietatilor optice,
fotoluminescente si fotoelectrice, precum si a proceselor de transport si de generare-
recombinare a purtatorilor de sarcina minaritari.

Studierea proprietatilor optice (pentru ambele polarizari EIIC si E_LC) de
monocristalelor de GaS, GaSe si GaTe, nedopate si dopate cu Cd si Cu, a evidentiat absorbtii
mono- si multifononice in spectrele optice, precum si 0 puternicd anizotropie (raportul
coeficientilor de absorbtie ai GaSe este aj/a~~15). Aceste studii au evidentiat de asemenea
prezenta stratului de oxid nativ (GaOs) la suprafata lamelelor de GaSe, care joacd un rol
important in aplicatii de fotoreceptori si celule solare, precum si de senzori de gaz.

Influenta stratului de oxid asupra suprafetei GaSe a fost examinata prin studierea
proprietatilor optice ale componentelor heterojonctiunilor Bi,O3/GaSe(Cu) si a
valenta la suprafata cristalului de GaSe(Cu), avand ca rezultat cresterea densitatii starilor de
suprafatd cu timp de viatd mic. Aceste jonctiuni prezinta proprietati de fotogenerare intre 1,5
si 3,0 eV.

Tn timpul oxidarii termice a straturilor de Zn:Al depuse pe suprafata GaSe (001), este
de asteptat sa se produca difuzia Zn si Al in stratul de GaSe de interfata, precum si a Ga si Se
in stratul de oxid de la interfata heterojonctiunii ZnO:Al/GaSe, creind noi stari electronice n
banda interzisa a semiconductorului. Aceasta supozitie a fost confirmata prin investigarea in
premierd a emisiei fotoluminescente si a dependentei sale de temperaturd, precum si a
spectrelor de luminescenta termostimulata ale straturilor de ZnO:Al si lamelelor de GaSe.

Caracteristicile fotoelectrice ale heterostructurilor cu straturi subtiri oxid metalic/A®B®
sunt determinate de proprietétile fizice ale stratului de interfata, in special de caracteristicile
starilor energetice de la interfatd. Structurile de ZnO-GaS(Cu), n-Bi,Os/p-GaSe si



ZnO:Al/In,O4/InSe:Cd prezinta fotosensibilitate remarcabilad in intervalele de energie 2-4 eV,
1.85-3.10 eV si respectiv 0.96-3.30 eV.

Studierea proprietatilor de transport electronic (Capitolul 3) ale mai multor clase de
compusi organici, Tn corelatie cu structura lor moleculard, a evidentiat un comportament tipic
semiconductor. Caracteristicile lor semiconductoare (energia de activare termica a conductiei
electrice) depind de microstructura stratului subtire, precum si de configuratia moleculara
specificd (care permite formarea de sisteme cu conjugare extinsd) si capacitatea de
Tmpachetare a straturilor moleculare.

Tn domeniul temperaturilor ridicate, transportul electronic Tn compusii examinati afost
interpretat in cadrul modelului de conductie Tn banda, iar in domeniul temperaturilor mici,
utilizénd modelul de conductie VRH (variable range hopping) a lui Mott.

Studiile optice au condus la determinarea intervalului de energie dintre nivelul
electronic fundamental (HOMO) si nivelul cel mai de jos neocupat (LUMO), care depinde de
sarcina efectiva a substituentului.

Materialele studiate sunt de asemenea candidati promitatori pentru dispozitive
optoelectronice (OLED), datorita valorilor adecvate ale potentialului de ionizare si afinitatii
moleculara pe care o prezinta.

Planul de dezvoltare a carierei (in domeniile stiintific, profesional si academic) este
prezentat in partea a doua, in stransa legatura cu realizarile anterioare incluse in partea 1.

Pe baza realizérilor stiintifice anterioare, au fost propuse obtinerea si studierea
materialelor A®B® stratificate dopate si intercalate, precum si a unor structuri (multistrat) noi
A3B%oxid, in vedera evidentierii si valorificarii potentialului ridicat pe care il prezinta.



